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【はじめに】我々はこれまでに固相成長（SPC）法によって形成した高品質多結晶 Ge 薄膜上に、

蓄積型 pチャネル（p-）TFT および反転型 nチャネル（n-）TFT を作製し、その動作実証を実現し

た [1, 2]。今回、同一基板上の蓄積型 p-TFTと反転型 n-TFTを組み合わせた CMOS作製プロセス

を構築し、直流および交流信号での動作確認に成功したので報告する。 

【実験方法】SPC 法を用いてガラス基板上に多結晶 Ge 薄膜（83 

nm厚、正孔密度：6 × 1017 cm−3、移動度：230 cm2/Vs）を形成した

後、n-TFTのソース/ドレイン（S/D）を形成するために n型不純物

として P+イオンを選択的に注入し、不純物活性化および再結晶化

熱処理（500 °C）を行った。次に、p-TFTのチャネル領域を完全空

乏化させるために、p-TFT 領域をドライエッチング（RIE）により

薄膜化（55 nm厚）した。その後、p-TFT の S/Dとして、Ptと TiN

キャップ層を順次スパッタ堆積し、N2雰囲気内にて PMA（400 °C）

を行い、PtGeを形成した。その後、RIE により多結晶 Ge 薄膜をア

イランド状にエッチングし、次いでスパッタ成膜 SiO2にてアイラ

ンド周辺部の埋戻しを行った。ゲート絶縁膜として SiO2 / GeO2積

層膜をECRプラズマプロセスにより形成し、N2雰囲気内にて PDA

（400 °C）を行った後、真空蒸着により Alゲート電極を形成した。

S/D 上にコンタクトホールを開口した後、Al で配線兼パッド電極

を形成し、コンタクトアニール（300 °C）を行った。図 1 は作製し

た CMOS の光学顕微鏡像であり、蓄積型 p-TFT および反転型 n-

TFT のチャネル長 / 幅はそれぞれ 7 / 50 µm、15 / 50 µmである。 

【実験結果】図 2に直流における CMOSの入出力特性を示す。出

力電圧 VOUT には電源電圧 VDD の値が反映されており、入力電圧

VINに対して反転する挙動が見て取れる。図 3 は 100 Hz の矩形波

に対する VOUTと VINの信号の時間変化を示している。直流と同様

に VOUTは VINに対して遅延が生じることなく反転しており、多結

晶 Geから成る CMOS インバータが機能することが実証された。 
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